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С учетом опубликованных эффектов и особенностей проявления структурных дефектов при радиационных воздействиях на кремниевые наноструктуры на базе ранее выдвинутой авторами модели рассматриваются с единых позиций как общая картина радиационных явлений в кремниевых нанообъектах, так и причины противоречий в опубликованных материалах.
Впервые показано, что при формировании общего взгляда на эти явления необходимо учитывать роль ближних (метастабильных) пар Френкеля, которые рассматривались с позиций несущественности для объёмных кремниевых монокристаллов и структур на их основе [1]. Продемонстрировано экспериментально, что проявление этих эффектов в наноструктурах существенно при снижении размера объектов до пороговых значений [2].

На основании развитых представлений экспериментально показано, что с единых позиций можно объяснить эффекты повышенной радиационной стойкости нанообъектов [3], изменение механических свойств нанообъектов (обратный закон Холла-Петча), особенности трансформации структуры приповерхностных слоёв при воздействии на монокристаллический кремний фокусированных ионных пучков [4]. Обсуждаются условия адекватного применения фокусированных ионных пучков в технологии кремниевой электроники.

На примере формирования наноразмерных структур при ионном синтезе рассматриваются возможности развития радиационных методов для ионного синтеза наноструктур (квантовые точки при внедрении Ge+ в подложку Si), а также возможности применения новых направлений ионного синтеза ( импульсной ионной бомбардировки для синтеза наноструктур. 
Обсуждается процесс ионного синтеза наноструктур с точки зрения самоорганизации сильноразупорядоченных насыщенных радиационными дефектами систем.

Обсуждаются возможности применения радиационных методов для формирования активных и пассивных элементов в приборных наноструктурах на базе использования радиационных дефектов. Показано, что эффективными центрами люминесценции в кремнии могут служить стержнеобразные дефекты типа {311}.

Показано, что особенности радиационного формирования приповерхностных наноструктур в кремниевых СБИС (бомбардировка кластерными ионами, формирования узких аморфизированных слоёв) находит всё более широкое применение в технологии кремниевой наноэлектроники. 
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